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el ectrode as a front contact for a silicon solar cell on a silicon wafer,
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(54) Bezeichnung : VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER EMITTER-ELEKTRODE FUR EINE KRISTALLINE SILI-
ZIUMSOLARZELLE UND ENTSPRECHENDE SILIZIUMSOLARZELLE
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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a front-side emitter electrode as a front contact for a silicon solar
cell on a silicon water, wherein a recess is generated in the front side thereof. A front-side n-doped silicon layer and an antireflec-
tion layer are then generated. A paste is then introduced into the recess by means of an inkjet printer, said paste comprising electri-
cally conductive metal particles and corrosive glass frit etching through the antireflection layer to the n-doped silicon layer and
electrically contacting the same. Electrically conductive front contact metal is subsequently galvanically deposited in the recess on
the tempered paste as a front contact.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Herstellung einer frontseitigen Emitter-Elektrode als Frontkontakt fiir eine Sili-
ziumsolarzelle an einem Siliziumwater wird in dessen Frontseite eine Vertiefung erzeugt wird. Dann werden eine vorderseitige n-
dotierte Siliziumschicht und eine Antireflexions-Schicht erzeugt. Dann wird mittels eines Inkjet-Druckers eine Paste in die Vertie-
fung eingebracht, die elektrisch leitfdhige Metallpartikel und édtzende Glasfritte enthélt, die sich durch kurzzeitiges Erhitzen durch
die Antireflexions-Schicht zur n-dotierten Siliziumschicht durchétzt und diese elektrisch kontaktiert. Danach wird in der Vertie-
fung auf die getemperte Paste elektrisch leitfahiges Frontkontakt-Metall galvanisch angelagert als Frontkontakt.



